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zugesichert. Fir die angegebenen Schaltungen, Beschreibungen und Tabellen wird keine Gewahr beziiglich
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SIEMENS

Universal IR-SchlieBsystem

SLE 5001
SLE 5002
TDE 4061
SDE 2506

Vorldufige Daten

Typ Funktion Bestellnummer Gehéduse
SLE 5001 Sender Q67100- H 8532 DIP 40
SLESO001 K Sender Q67100 - H 8533 Mikropack
SLES5001 W Sender Q67100-H8534 PLCC 44
SLE 5002 Empfanger Q67100-H8529 DIP 40

SLE 5002 K Empfanger Q67100- H 8530 Mikropack
SLE 5002 W Empfanger Q67100 - H 8531 PLCC44
TDE 4061 Vorverstarker mit Demodulator Q67000-A 8136 DIP 14
TDE 4061 G Vorverstarker mit Demodulator Q67000-A8137 SO 14

SDE 2506 E2PROM 1KBit Q67100- H 8441 DiP8

SDE 2506 K E2PROM 1KBit Q67100-H 8473 Mikropack

Allgemeines:

Die CMOS-Bausteine SLE 5001 und SLE 5002 sind als Sender und Empfanger fur ein elektronisches Universal
SchlieBsystem konzipiert. Das System bietet bei minimalem Bauelementeaufwand ein Maximum an Sicherheit

und Komfort.

Durch Mikropack-Ausfuhrung sind die Abmessungen des Senders in der Grof3enordnung eines mechanischen
Schlussels.

Die Datenubertragung vom Sender zum Empfénger erfolgt mittels Infrarotlicht. Grundséatzlich sind auch

andere Ubertragungsarten (Funk, Ultraschall u.a.) méglich, je nach Hardwareperipherie.

Im Falle der DateniUbertragung mit Infrarotlicht kommt der IR-Vorverstarker TDE 4061 als Systemkomponente

hinzu.

Der Offnungs- / SchlieBvorgang zur Turverriegelung wird durch kurze Betatigung der Sendetaste (ca.100 psec.)
ausgelost. Bei Verwendung als SchlieBsystem mit Fernbedienung fir Kfz konnen aufler der Zentral-
verriegelung noch weitere Bedienelemente angesteuert werden, z.B. die Verriegelungen von Hand-
schuhkasten und Kofferraum, das Schiebedach und die Fensterheber, sowie die Memorypositionen von Sitz
und Spiegel. In Bezug auf diese zusatzlichen Funktionen kénnen sich 5 verschiedene Schlussel unterscheiden.

Der InformationsfluB vom Sender zum Empfinger basiert auf einem Codewechselverfahren. Im

synchronisierten Zustand bietet dieses Verfahren ein Héchstmal an Sicherheit.
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SIEMENS Universal IR-SchlieBsystem SLE 5001
SLE 5002
TDE 4061
Vorldufige Daten SDE 2506

Systembeschreibung:
Je nach Beschaltung von einigen Auswahleingangen und Peripheriehardware des SLE 5001/5002 sind
unterschiedliche Betriebsmodes méglich.

- SchlieBsystem mit unidirektionaler Synchronisation und Leiterbahnmatrix als Grundcodespeicher
- SchlieBsystem mit unidirektionaler Synchronisation und E2PROM SDE 2506 als Grundcodespeicher
- SchlieBsystem mit Dialog-Synchronisation und Leiterbahnmatrix als Grundcodespeicher
- SchlieBsystem mit Dialog-Synchronisation und E2PROM SDE 2506 als Grundcodespeicher

Codewechselverfahren:

Bei jedem Offnungs- / SchlieBvorgang wird ein neuer Code verwendet. Nach dem Empfang eines gultigen
Codes stellt sich das SchioB automatisch auf denjenigen Code um, den der SchiUssel als nachsten aussenden
wird. Der soeben empfangene und alle vorangegangenen Codes werden damit wirkungslos, also auch jeder
heimlich aufgezeichnete Code.

Weiteres ist ein Fangbereich “N” definiert. Dieser bewirkt, daB das SchloB nicht nur den aktuellen Code
akzeptiert, sondern auch eine Anzahl "N” darauffolgende Codes. Hier wurde N = 9 definiert.

Es konnen also 8 aufeinanderfolgende Codes wirkungslos ausgesendet werden, ohne daB die Synchronisation
verlorengeht.

Die Codefolge ist bei jedem einzelnen Schiissel- / SchloB-Paar verschieden. Sie wird durch ein mathematisches
Gesetz aus einer fur das betreffende Paar charakteristischen Zahl, dem “Grundcode” abgeleitet. Dieser
entspricht im Prinzip der Form von Bart und Zuhaltungen bei mechanischen Systemen. Der "Grundcode” wird

in einer Leiterbahnmatrix oder in einem E2PROM nichtfluchtig gespeichert.

“programmieren von Grundcode und Schliisselnummer”

a) mit Leiterbahnmatrix

Im Sender und Empfanger mussen die gleichen Knoten in der Matrix vorhanden sein; mindestens jedoch

1 Knoten. Jede Eingangsleitung darf nur einen Knoten haben.

Beispiel:

Ausgabe- 1 elektr. Verbindung

(Knoten)
9 —9 4

Q-
T

. w
Eingabeleitungen (Zeilen) zum IC

Zeile 11 nur beim Sender (Schiusselnummer)

leitungen

1
2
(Spalten) 3
4

nvom pC

Y
2

10 1

/_.4_1'\"

/
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SIEMENS Universal IR-SchlieBBsystem SLE 5001
SLE 5002
TDE 4061
SDE 2506

Vorldufige Daten

b) mit EEPROM SDE 2506

Zur Programmierung des EEPROMS ist ein Programmiergerét notwendig, das Daten und Takt liefert.
Damit kdnnen die EEPROMS im eingel6teten Zustand im Sender und Empfanger programmiert werden.
Unterlagen hierzu sind gesondert erhaltlich.

Der synchrone Ablauf zwischen einem SchioB und jedem der zum SchioB passenden Schiusseln muB3 unab-
hangig von allen Ubrigen passenden Schiusseln gewéhrleistet sein. Dies wird dadurch erreicht, daB im SchioB
der jeweilige Stand der Codefolge fur jeden einzelnen der passende SchlUssel abgespeichert ist. Jeder Schlussel
besitzt eine Nummer, die mit jedem Code mitgesendet wird. Bei Verlust der Synchronisation gibt es je nach
Sicherheitsanforderung und Hardwareperipherie 2 Moglichkeiten zur Wiederherstellung. Bei beiden Ver-
fahren wird der Synchronisationsvorgang durch ldngeres dricken (ca. 5 sec) der Sendetaste eingeleitet.

Waéhrend dieser Zeit werden am Ausgang “Kontroll-LED” 9 Impulse ausgegeben.

a) Unidirektionales Verfahren:

Hier muB auf das einzige, gemeinsame feste Merkmal von SchioB und Schlussel, den "Grundcode”
zuruckgegriffen werden. Daraus wird ein "Resetcode” abgeleitet und vom Schlussel zum SchloB gesendet,
der eine Wiederhestellung der Synchronisation bewirkt. Bei heimlicher Aufzeichnung (elektronischer
Wachsabdruck) stellt dies ein Sicherheitsrisiko dar, da der Resetcode aufgezeichnet werden kann. Nach

Aussendung des "Resetcodes” werden am Ausgang “Kontoll-LED” 16 Impulse aus-gegeben.

b) Dialogverfahren:

Dieses Synchronisationsprinzip bietet ein HéchstmaB an Sicherheit, erfordert aber eine zusétzliche Sende-/
Empfangseinheit, die jedoch wesentlich schwiécher dimensioniert werden kann. Da die Synchronisation nur
in seltenen Fallen notwendig ist (2.B.:Batteriewechsel), ist es einem Benutzer zuzumuten, zu diesem Zweck

naher an das SchlofB heranzutreten.
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SIEMENS Universal IR-SchlieBsystem SLE 5001
SLE 5002
TDE 4061
SDE 2506

Vorldufige Daten

Synchronisationsablauf:

Zunéchst mussen SchloB und Schlussel nahe zusammengefuhrt werden (auf wenige cm).

Der Dialog beginnt, indem der Schlussel einem Einleitungscode an das SchloB sendet. Das SchloB antwortet
mit einer Zufallszahl. Im SchloB und im Schiussel wird diese Zufallszahl mit dem Grundcode verknUpft. Die
daraus gewonnene Kennziffer sendet der Schlussel an das SchloB zuriick. Die vom Schlussel gesendete und
vom SchloB errechnete Kennziffer werden verglichen. Bei Ubereinstimmung wird eine Betatigung des
Schlosses bewirkt , die Synchronisation ist wieder hergestellt.

Bei erfolgreicher Synchronisation werden am Ausgang "Kontroll-LED” 16 Impulse ausgegeben. Kommt
keine Synchronisation zustande wird ein Impuls am Ausgang "Kontroll-LED" ausgegeben und der
Synchronisationsablauf wiederholt.

Die Aussendung eines heimlich aufgezeichneten Dialoges ist wirkungslos, da der Schiussel die richtige
Antwort auf die spezielle, gerade vom SchloB ausgesandte Zufallszahl geben muB. Hieraus erkennt man
den besonderen Wert des Dialoges fur die Sicherheit, die sich im unidirektionalen Verfahren nicht
erreichen 1aBt. Mochte jemand das System miBbréuchlich verwenden, so ist er vor die Uberaus schwierige
Aufgabe gestellt, nicht nur eine geheime Zahl, den "Grundcode”, sondern auch ein unbekanntes

kompliziertes mathematisches Gesetz herauszufinden.

Sender (Schlussel):

Der Sender besteht im einfachsten Fall aus dem Senderbaustein SLE 5001, einem Grundcodespeicher
(Leiterbahnmatrix oder E2PROM) und einer IR-Sendestufe mit der IR-Sendediode SFH 484,

Bei Synchronisation im Dialogverfahren ist zusatzlich eine (allerdings leistungsschwache) IR-Empfangseinheit
notwendig, die den Fototransistor SFH 309 F enthalt.

Zur Funktionskontrolle steht ein Ausgang zum AnschluB einer LED zur Verfugung, der bei jeder Sendung

3 kurze Impulse ausgibt.
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SIEMENS Universal IR-Schlie3system SLE 5001
SLE 5002
TDE 4061
Vorldufige Daten SDE 2506

Empfanger (SchloB):

Wesentliche Bauelemente sind der Empfangerbaustein SLE 5002, der IR-Vorverstdarker TDE 4061 und bei
Synchronisation im Dialogverfahren eine leistungsschwache IR-Sendeeinheit.

2Zur Speicherung des "Grundcodes” kommt wiederum eine Leiterbahnmatrix oder das E2PROM SDE 2506 zur
Verwendung.

Als Ausgénge (aktiv L) stehen zur Verfugung:

1 xSchlieBen
1 x Offnen Dauer ca. 1,2 sec.
5 x Schlussel-Nr. (1,2,3,4,5)

1 x Triggerimpuls Dauer: 20 ms, Verzégerung: 20 ms
1 x Fehleranzeige (Blinksignal):

a) Bei Datenleitung Low (KurzschluB3 gegen Masse), abwechselnd 4 Blinksignale im Abstand von
0.5 Sekunden und ca. 4 Sekunden Pause.

b) Bei mehr als einem Knoten in einem Matrixeingang des Empfangers Dauerblinken im Abstand von
1 Sekunde.

¢) Bei mehrals einem Knoten in einem Matrixeingang des Senders wird ein Dauersignal gesendet,

dafBB 4 x ein Fehlersignal wie bei a) ergibt.

Funktionsweise / Datenformat: (8ild 2)

Eine vollstandige IR-Sendung besteht aus 4 Byte und 4 Synchronisationsimpulsen. Vor jedem Byte wird ein
Synchronisationsimpuls gesendet, nach jeder Byte-Ubertragung folgt eine Ausgleichszeit (1,5 msec) in der das
gerade empfangene Byte abgespeichert werden kann. Die einzelnen Datenbit's werden mit einer
Tragerfrequenz (125 KHz) moduliert und durch eine Sendediode (SFH 484) als Infrarot-Lichtimpulse
ausgesendet. Ein Datenbit besteht aus 12 IR-Impulsen von je 2,4 ps Dauer und einem Spitzenstrom von etwa
2A. Die nachste Bit-Aussendung beginnt frihestens nach 1,5 msec. Dadurch ergibt sich ein maximaler mittlerer
Spitzenstrom von ca. 38 mA (12 - 2,4 ps / 1500 ps) - 2000 mA. Bei einem Bit logisch "0’ wird nicht gesendet.
Im unglnstigsten Fall (alle Bit '1') wird also fur ein Datenwort von 4 Byte eine Batteriekapazitdt von 2mAs

(12 - 2,4 ps - 2000 mA - 36) bendétigt.

Die von der Sendediode abgestrahlten Infrarot-Impulse werden von einer IR-Empfangsdiode (SFH 205) wieder
in Stromimpulse gewandelt.Der IR-Vorverstérker verstarkt und demoduliert das empfangene Signal.

Bild 3a zeigt einen moglichen diskreten Aufbau fur diese Aufgabe.

Die Integrierte Schaltung TDE 4061 enthéalt einen IR-Vorverstarker, sowie Demodulator und ist direkt an den
Empfangerbaustein SLE 5002 anschlieBbar.

SchlieBlich gelangt das so aufbereitete Datenwort zum Empfangerbaustein im SchloB3. Es wird nun mit dem
gespeicherten gultigen Codes im Fangbereich (9) verglichen und bei Ubereinstimmung der je nach aktuellen

Zustand notwendige Vorgang (SchlieBen oder Offnen) eingeleitet.
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SIEMENS

SLE 5001
SLE 5002

Technische Daten:

Grenzwerte:

Umgebungstemperatur

Lagertemperatur

Versorgungsspannung Vpp

Verlustleistung

Ein- und Ausgangsspannungen

Betriebsdaten: Spannungsversorgung:

Stromaufnahme: Ipp

Standby: Ipps

Eingangspegel LOW V_
Eingangspegel High Vi4

Ausgangspegel LOW
Ausgangspege! High
Port Hochohmig High

Prufbedingungen
3 MHz, 5V

1 MHz, 5V

500 KHz, 5V

Vss < VL < 0,4V
4,8V Vy = Vpp

Vpp = 5V
Vs < VL < 0,4V
4,8VsVy = Vpp

loL = 1,0mA
lon = -1,0mA
lon = -1,0pA

-40 bis +85°C
-55 bis 125°C

Obis7V
W

-0,8 bis Vpp + o8V

Vpp 2,5 bis 6V
Vgs = 0V

min.

-0,5
0,7 xVpp

0,75xVpp
0,75xVpp

typ.

3,1
1.0
0.7

max.
3,75
1,4
0,9

0,75
Vpp + 0,5

0.45

Vorldufige Daten

Dim.
mA
mA
mA

6/15

12.11.87



SIEMENS

SLE 5001
SLE 5002

Vorldufige Daten
e -
. . v 1 T 4
PIN - Konfiguration: oo ] 40
2 ] 39
DIP 40 - Gehduse 3 : 38
4 ] 37
5 ] 36
6 1 35
Y ] 34
8 ] 33
9 ] 32
10 ] 31
1 ] 30
12 ] 29
13 ] 28
12 ] 27
15 [ 26
16 ] 25
17 (] 24
18 : 23
19 ] 22
Vgs 20 ] 21
DIP 40-Gehéause: Abmessungen v
I-J
5.1 max
0,5 min
35203
e l
2,54 1.5 max 01‘5,0'1 =13
40 21
j&— 15,248202 —Pp
! ]
[ ) 0,25 +01
‘._
[—— 1403
! 20 || 0,a maxM— 15,24 +12 —P
50,9 -0.8
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SIEMENS SLE 5001

SLE 5002
Vorldufige Daten
PIN - Konfiguration: :
Mikropack Gehause ﬂ rl n rl H H rl n I-] ”
34 33 32 31 30 29 28 27 26
..E‘..% 25 - == -
£=4-37 24- =3~
-E={-38 23-F=3-
539 223~
E=3-40 21 =3+
Vop -f=-1 20-F=3-Vss
= -2 19-F=-
£=1-3 18- F=3-
-E=1-4 17-E3-
-5 16- = -
r

-/
-—H-o

-~

Mikropack-Gehause: Abmessungen
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SIEMENS SLE 5001
SLE 5002

Vorldufige Daten

PIN - Konfiguration:

PLCC 44- Geh&duse: Abmessungen

P T
Y rhmmmmrpmmmrhm PZ

17,7203

..............................................

0'43:0,1 —L—

"
o

16,7 3.

'

i

i

]

]

!

1

'

! ofed -

!
i n L S
_J ' 4,38 = 0.2

1,27 0,81 max.
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SIEMENS Universal IR-SchlieBsystem SLE 5001
SLE 5002

Vorldufige Daten

a) Fernbedienung/ Offnen - SchlieBen

Schliissel bis zu 10 m SchloB3

b) Dialog zur Synchronisation

, . T
Schliissel E SchioB
< §

max. 40 cm

Bild 1: Code-Ubertragung mittels Infrarot
a) Fernbedienung des Schlosses (Ver-und Entriegeln)

b) Dialog zur Synchronisation der Fernbedienung
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SIEMENS Universal IR-SchlieBsystem SLE 5001

SLE 5002
Einzelne IR-Sendeimpulse Vorliufige Daten
0.1ms
fe—— le——1.5ms »|< 15ms —l¢——15ms —»]
Bit = 1 1 0 1

Volistandige IR-Sendung (4 Byte)

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

--------------------------------

| Synchronisationsimpuls fir 1 Byte (immer vorhanden)

E Bit - Impuls (nur vorhanden wenn Bit = 1)

Bild 2:
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SIEMENS

Universal IR-SchlieBsystem

Anwendungsschaltung mit Leiterbahnmatrix

als Grundcodespeicher

SLE 5001

Vorldufige Daten

Us

]

g_L“
1

BCBSY
F

vee
Selbst—
haltung
Dotenei
el Didlog:
Motrix—
Ausgange
Doten—
gusgong
Motrix—
Eingénge
Troger

11

1
[,
g »
25
EF Keramlk
. =1 _ Schwinger
R - v
*._
&r &
Sendetoste
21
22
23
24
r rc s A 27
o g/ \fl A\
'C\ A A Al s
Y O\ :/ N/
lca A AL 28
ZEAN A g vy
| N AL 30
F Y .
Grund— lg'; & C? A3
Code | - :(1 X2
VY
lg\ A AL 33
Y N/ N\ NPT
NA A AL 3
| )J Aoy
NN AN, 35
Y TY
\ La}_\ u,\z_{-u—‘lﬁ'
Schl'dsselnummer[ S V: 37
Leiterbohnmatrix
Sender (Schlussel) SLE 5001

Vvss
F

* Bei Synchronisation im Unidirektional-Verfahren
kann der IR-Empfanger entfallen
Alle nicht belegten PIN's bleiben offen.

I[R—Sendestufe

g
I §22 Kontroll—
J LE]
ls Diclog rl— ==«
IReset |~ ] |
26
I I
g g
g e I
L I
I I
| ¢ Lacoer |
IR— | 3 |
Empfanger , T
O |
r—-—-—- - - =— ="
I J §Iz§ |
: R : :
T ek
o=
| Ty
| BSESS |, l |
_u 1m2 (]

I g |
I I
| I
| |
I |
| |
I |
I I
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SIEMENS

Universal IR-SchlieBsystem

Anwendungsschaltung mit E2PROM SDE 2506
als Grundcodespeicher

SLE 5001

Vorldufige Daten

<«
3
Z é
4
25
i, Keromik
| Schwinger
C | 1M
8r 8§
Sendetoste
¢|BC85S -
Lo 2
vsssozzsosm_&—
2 leey ™2 29
3lee P 22
1 T2 28
32

33

e ]

Prog.Takt

Y

Prog.Daten

1

Sender (Schliissel) SLE 5001

vee

Selbst~
holtung

Doteneingong
bei Dialog

SLES0O01

EEPROM

AnschluB Daten—

Ausgang

Programmier—
Eingdnge

>

Tréger

VvsS

_lfo

* Bei Synchronisation im Unidirektional-Verfahren
kann der IR-Empfanger entfallen
Alle nicht belegten PIN's bleiben offen.

|[R—Sendestufe

g
KonLroIl-
I 1 o
§ 24
| Dialog
Ls _2 r+—-—-—n1
I Reset | | |
_zﬁ_ L o
| I
| E |
| 100n |
6 ]l
| ns |
| I
IR— | . sma;or'
Empfanger l ) '
| |
Lo = g
r—— == - - — — — q
| J S\Zs |
o o b e I
: Ie S i
| 1% ;‘=+|
| 2T
I BCESS |, I
: ‘ |
| |
I . |
s <
! BCB49 | g 2 !
11 e ) [ |
| BALYe 0 pexes ¢ I
| B I
| I
| I
Lo oo e o J
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SIEMENS Universal IR-SchlieBsystem SLE 5002
Anwendungsschaltung mit Leiterbahnmatrix

als Grundcodespeicher

Vorldufige Daten

__| _Watch—Dog _ _ _ 2N N3
1] 1

1 ui

Keromik— .
chwingers 12 B Trigger~impuls

H3 b Schiiissel Nr.
H4——b Schiiissel Nr.
H&——p Schiiissel Nr.
18— Schliissel Nr.
PHI——> Schliissel Nr.
. HE—3 Tiren sichem

P&—— Tiren entsichemn
SLES002

|ml
n
]
>
m

n N

1 27
28
o |20
30
Matrix A
eingdnge < 32
a3
Doten— P
eingong B
P
- 121 - J\P O-6-6-8 r; oo q)
Motrixe 22 ):. S-6-6 )( fé & X I <)
s [ TS L TTLLD
(8553 5EL589

~/
f2—p Fehleranzeige
Datenousgang (Blinkousgang) bei:
vss o KurzschiuB der Doten—

-lio leitung gegen Mosse

* Pin 29 doppelt belegt

b Mehr als ein Knoten
in einem Motrixeingang

Empfanger (SchloB) SLE 5002

* Synchronisation im Dialogverfahren.
Bei Synchronisation im Unidirektional-Verfahren
kann der Dialog-Teil entfallen.

Alle nicht belegten PIN's bleiben offen.
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, SIEMENS Universal IR-SchlieBsystem SLE 5002
Anwendungsschaltung mit E2PROM SDE 2506

als Grundcodespeicher

Vorldufige Daten

2N 1
T 1

12

Trigger—impuls
Schilissel Nr.
Schiiisse!l Nr.
Schiiissel Nr.
Schiissel Nr.
Schiiissel Nr.
Turen sichern
Tiren entsichern

14

15

18

N LGN -

12

i8

18

YRS vvvevvy

R~

e é - SLE5002 | T|lfmom

LI T

13

EEPROM/) |42
Anschlug 28

Doten—

I
t
I
I
| eingang ((F—igm32
I
I
I

F:“l
3

5

e § 8 32
LT

|
l
l
I
I
I
I
I

| — 32
Progrorumier- { Tokt
ingange
Doten

I—oooc')

Iy

voten L Fehleranzeige
ousgang (Blinkausgong) bei:

20 KurzschiuB der Doten—
leitung gegen Maosse

Empfanger (SchloB) SLE 5002

*Synchronisation im Dialogverfahren
Bei Synchronisation im Unidirektional-Verfahren
kann der Dialog-Teil entfallen.

Alle nicht belegten PIN's bleiben offen.
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SIEMENS IR-Vorverstarker mit Demodulator TDE 4061

Vorldufige Daten

Typ Bestellnummer Gehause
TDE 4061 Q 67000-A8136 DIP 14

TDE4061G | Q67000-A 8137 SO 14

Besondere Merkmale:

- Extrem niedrige Ruhestromaufnahme 650 pA, dadurch hervorragend geeignet fur Systeme
mit Batteriebetrieb

- Speisespannung 4 V bis 6,5V

- Hohe Gleichlichtunterdrickung

- Peripheriebeschaltung ohne Spule

- Grof3er Frequenzbereich bis 200 kHz

- Ausgangssignal wahlweise demoduliert / nicht demoduliert

- Temperaturbereich von -840 bis 110°C

Funktionsbeschreibung:

Die digitalen Signale, welche eine Infrarot-Empfangsdiode aufnimmt, mussen verstarkt und demoduliert
werden. Diese Aufgabe Ubernimmt der integrierte Baustein. Sein Einsatzgebiet umfaBt daher den ge-
samten Bereich der Infrarotsignalubermittlung. Insbesondere sind das Kfz-Elektronik, Industrie-Elektronik,
sowie die Unterhaltungs-Elektronik.

Der Einsatz schneller Bipolarschaltungstechnik ermoglicht die Verarbeitung hoher Frequenzen bei geringer
Stromaufnahme. Die Anzahl externer Bauelemente konnte gegenuiber dlteren Konzepten weiter reduziert

werden.

1712 14.10.87
Mit den Angaben in diesem Datenblatt werden die Bauelemente spezifiziert, nicht Eigenschaften
zugesichert. Fir die angegebenen Schaltungen, Beschreibungen und Tabellen wird keine Gewahr
bezlglich der Freiheit von Rechten Dritter ibernommen. Liefermdglichkeiten und technische Anderungen
vorbehalten.

Gewadhrleistungen fiir etwaige Schutzrechte Dritter nur fiir Bauelemente selbst, nicht hinsichtlich
Schaltungen/ Anwendungen.



SIEMENS IR-Vorverstarker mit Demodulator TDE 4061

Vorldufige Daten

Funktionsbeschreibung und Anwendung:

Dimensionierung und Aufbau

Der Baustein ist fur die Anwendung in allen Infrarotsystemen geeignet. Je nach verwendeter Trager-
frequenz sind verschiedene optimale AuBenbeschaltungen méglich.

Infrarot-Empfangs-Diode

Diese Diode fuhrt mit der Kathode z.B. an die Baustein-Versorgung von 5 Volt. Das heift, daB jegliche
Storung auf dieser Leitung uber die Sperrschichtkapazitat der Diode an den Eingang Infra geleitet wird. Es
empfiehlt sich daher einen RC-TiefpaB zwischen der Plus-Versorgung und der Kathode der Diode zu
schalten.

+5V

Tk L]\

W]

Der Eingang besitzt eine hohe impedanz. Fur die Ansteuerung werden nur Stréme im Bereich von

Nanoampere benétigt. Es empfiehlt sich daher, die Anode der Infrarot-Diode direkt am Eingang Infra zu
plazieren.

Eingang
Infra

Eingang Infra

Kapazitdt Cg

Durch die Beschaltung mit C; bekommt der Vorverstarker eine RC-HochpaB-Charakteristik. Die Kapazitat Cg
wirkt aber auch im Zusammenhang mit Creg und dem Doppel-T-Glied. Vor allem das Einschwingverhalten
wird durch die Kombination der duBeren Beschaltungselemente beeinfluBt. Als Anhaltspunkte fiur
gebréuchliche Infrarot-Systeme lassen sich die zwei folgenden Wertekombinationen angeben:

Tragerfrequenz ca. 30kHz ergibt Cg=100nF
Tragerfrequenz ca. 120kHz ergibt Cs= 10nF
Kapazitdt Ceq

Die Verstarkung des Vorverstarkers ist regelbar. Je groBer das HF-Eingangssignal ist, desto starker wird die
Verstarkung zuriickgeregelt. Die Zeitkonstante wird von Creg bestimmt. Bei Verwendung eines Biphase-
Codes (Fernsehen) zeigen sich 470nF als gunstig. Bei Signalcodes, welche keine Vorsignale zur Einregelung

abgeben kann man Creg bis auf ca. 10nF verringern. Bei kleinen Kapazitaten neigt die Schaltung eventuell
zum Schwingen.
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SIEMENS IR-Vorverstarker mit Demodulator TDE 4061

Vorldufige Daten

Funktionsbeschreibung und Anwendung:

Doppel-T-Glied an RC1 und RC2

Die Verwendung eines Doppel-T-Filters hat sich bei allen Anwendungen als beste Losung gezeigt. Die

1
RC

Sperrfrequenz berechnet sich nach der Formel WSperr =

Die Sperrfrequenz muB identisch sein mit der Tragerfrequenz des Infrarot-Signales. Das 1aBt sich mit
verschiedenen Kombinationen von R und C erreichen. Der maximale Wert fur R sollte 100kQ nicht uber-
schreiten, weil sonst der Spannungsabfall am Gleichstrompfad zu groB wird. Wenn die Schaltung schwingt,

kann man versuchen durch niederohmigere R die Verstarkung zu reduzieren.

Demodulator-Kapazitat Cp

Bei gewunschter gleicher Signalform zwischen Eingang und Ausgang bleiben Pin Cp und D/ND unbe-
schaltet. Wenn die Tragerung des Eingangs-Signales am Ausgang nicht erscheinen soll, muB das Signal
demoduliert werden. Dazu legt man den Pin D/ND auf Masse und beschaltet Cp mit einer Kapazitat.
Abhangig vom gesendeten Code sind Kapazitatswerte zwischen 100pF und 1nF gunstig.

Ausgang

Der Ausgang ist ein offener Kollektor. Wenn der Transistor durchgeschaltet ist, betragt der maximale
Kollektorstrom 1mA. Weil bei einer Mitkopplung zwischen Ausgang und Eingang die Schaltung schwingen
kann, empfiehlt es sich den Kollektorstrom méglichst klein zu halten. Halt man den Kollektorstrom
unterhalb 200 Mikroampere, so ist auch bei unginstigem Platinenlayout ein Schwingen fast ausge-

schlossen. Bei langerer Leitungsfihrung muB eventuell eine Kapazitat gegen Masse am Ausgang ange-
schlossen werden.

Allgemeines

Die Pinbelegung wurde so gewahlt, daB ein mégliches Ubersprechen zwischen kritischen Pins klein
gehalten wird. Diesen Gedanken sollte man auch bei der Layout-Entwicklung beachten. Eventuell muB
auch die Versorgungsspannung mit einer Kapazitat abgeblockt werden, vor allem wegen des Stromhubes

den der Ausgang erzeugt.

3/12 14.10.87



SIEMENS IR-Vorverstarker mit Demodulator TDE 4061

Vorldufige Daten

Funktionsbeschreibung und Anwendung:

Anwendungsbeispiel
Elektronischer Turschlussel
Tragerfrequenz ca. 120 kHz; Ausgangssignal demoduliert.

1k 5V
Q‘ZS 100n
Infrarot- I Us A 47k
fangs- - usgang
diode Firgang TDA 4061 G
n
C
rlfllgasse Cs RC1 RC2 Co D/ND I

E ARy e
I Izc 2zopI

R/2
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SIEMENS IR-Vorverstarker mit Demodulator TDE 4061

Vorldufige Daten

Schaltungsbeschreibung:

Eine Infrarot-Diode empfangt gewohnlich neben dem gewiinschten Signal auch noch das Infrarotspektrum
des eingestrahiten Tageslichtes, den 100-Hertz-Brumm von Glihbirnen und Teile aus dem Spektrum von
Leuchtstoffrohren.

Die im Blockschaltbild eingezeichnete Stromsenke leitet die unerwinschten niederfrequenten Dioden-
strome ab und stabilisiert gleichzeitig den Arbeitspunkt am Eingang des rauscharmen Vorverstarkers auf

ca. 1,4 Volt. Der Kapazitatswert von Cs muB auf die Tragerfrequenz des Infrarot-Signales abgestimmt
werden.

Im rauscharmen Vorverstarker wird das Signal so weit verstarkt, daB fur den BandpaR eine ausreichend
groBe Amplitude zur Verfugung steht. Die Verstarkung des rauscharmen Vorverstarkers wird in
Abhangigkeit von der Eingangsamplitude geregelt. Wenn die Signalamplitude entsprechend gréBer als die
Stéramplitude (z. B. von einer Leuchtstoffrohre) ist, verhindert diese Verstarkungsruckregelung, daf3 allein
schon die Stéramplitude den Verstarker Ubersteuert und das Nutzsignal dadurch ,verschluckt” wird. Es

kdnnen also dann (mit eingeschrankter Empfindlichkeit) auch gestorte Signale ausgewertet werden.

Der dem rauscharmen Vorverstarker nachgeschaltete BandpafB verbessert das Signal-Rausch-Verhaltnis des
Signales. Der Flankenjitter des Ausgangssignales ist dadurch geringer. Das extern zu beschaltende RC-Filter
muB Bandsperren-Charakteristik und einen Gleichstrompfad haben. Die Sperrfrequenz des externen RC-
Filters ist identisch mit der Tragerfrequenz des Nutzsignales.

Der Demodulator ladt oder entlsdt die Kapazitat Cp mit konstanten Strémen. Wenn Signal anliegt, wird
geladen. Beim Uberschreiten der Schaltschwelle an Cp, wird der Treiberausgang auf Low gesetzt. Fir einen
storungsunempfindlichen Betrieb wahlit man die Kapazitat Cp so, daB3 nach der halben Anzahl Tragerungs--
impulse eines Bits der Ausgang schaltet.

Der Treiber hat am Ausgang einen offenen Kollektor. Ohne Eingangssignal ist der Ausgang High.

Es kann zwischen demodulierten oder nicht demodulierten Ausgangssignalen gewéahlt werden. Die
Funktionswahl demoduliert - nicht demoduliert wird Gber den Eingang D/ND programmiert.

Wenn der Eingang D/ND unbeschaltet ist, kann am Ausgang das nicht demodulierte Signal abgenommen
werden. Der AnschiuB fur die Kapazitat Cp bleibt dann frei. Zur Erzeugung des demod. Signales verbindet
man D/ND mit Masse. Dann muf3 auch der Pin ,,Cp” beschaltet sein.
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SIEMENS IR-Vorverstiarker mit Demodulator TDE 4061

Blockschaltbild: Vorldufige Daten
Ts
Ausgang
Eingang rauscharmer
Infra o—¢—9¢> Vorverstarker | BandpaB | | Demodulator | . Treiber
(geregelt)
Creg ©—¢
Senke 6

Masse Cs RC1 RC2 Cp D/ND
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SIEMENS IR-Vorverstarker mit Demodulator TDE 4061

Vorldufige Daten

Pinbelegung fiir DIP 14 und SO 14:
Pin AnschluBB

Masse
NC

Creg

Us
Eingang Infra
NC
D/ND

Co

NC

Cs

RC2

RC1

NC
Ausgang

0 NOWVEHE WN

-t ed b —d - \D
P W N - 0O

Ausgang NC RC1 RC2 Cs NC C
14 13 12 1 10 9 8

]

1 2 3 4 S 6 7
1 NC Creg Us Eingang NC D/ND
Infra
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SIEMENS

IR-Vorverstarker mit Demodulator

TDE 4061

Gehduse DIP 14und SO 14:

DIP 14
.. 4
1
f 4,2 max
0,5 min r -
3503
0,45+0.1 *
a ¢
15Smax =12
2,54
14 8
AAARARAR[RA
! ? LO,A max
17,6 43
SO 14

—— 875,

\
I—ml=-=

!

-

)
T
]
i
i
i
i
i
’f\
1
]
i
aE
i
i
]
i
i
i
i
r

’
[ Y P,
\

1} : : i ? !

| 1 ] N | |

0,35 +0.15 I ' | ] -’l
&
0,7 max

127

~

025 906

Vorldufige Daten

-» 76102 ¢

0,250
>

64 g,

€ 7,6 +12

1 > 14

2 13

3 12

4 1

5 10

6 9

7 8

‘-0.2 l +
os *

_\ — * 1,75 max
——— 46

[ ¢———— 6 10,2
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SIEMENS IR-Vorverstarker mit Demodulator TDE 4061

Vorldufige Daten

Grenzdaten:

Grenzdaten sind absolute Grenzwerte, bei der Uberschreitung auch nur eines Wertes kann die integrierte
Schaltung zerstért werden.

Grenzdaten fur Umgebungs-Temperatur T,von -40 bis + 110°C

Pos. Symbol Untere Obere Dim Anmerkungen
Grenze Grenze
1 Speisespannung Us -0.3 7 \
2 Eingang Infra Iinfra 10 mA
3 Cs, Cp, Creg Ics, cd. creg 10 mA
4 D/ND Upmno -0,3 Us \"
5 RC1, RC2 Urc1, rC2 -0,3 Us \
6 Ausgang Ug -0.3 7 \
IQ 0 3 mA
7 Warmewiderstand
System-Gehause Rehsu 65 K/W DIP-Gehause
Rensu 125 K/W SO-Gehéause
8 Lagertemperatur Ts -40 +125 °C
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SIEMENS IR-Vorverstarker mit Demodulator TDE 4061

Vorldufige Daten

Funktionsbereich:

Innerhalb des Funktionsbereiches werden die in der Schaltungsbeschreibung angegebenen Funktionen
erfillt. Dabei sind Abweichungen von den Kenndaten méglich.

Pos. Symbol Untere Obere Dim Anmerkungen
Grenze Grenze
1 Speisespannung Us 4 6,5 Vv
2 Strom in die Senke am Isenk 0 2,0 mA

Eingang Infra
3 Eingangsspannung Ulntfra 0,6 600 MVett  Z,Gen<100Q

4 Frequenzbereich 20 200 kHz
(fur die Tragerung)

5 Umgebungstemperatur Tu -40 +110 °C
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SIEMENS IR-Vorverstarker mit Demodulator TDE 4061

Vorldufige Daten

Kenndaten:

Kenndaten umfassen den Streubereich der Werte, die bei der angegebenen Speisespannung und
Umgebungstemperatur von der integrierten Schaltung eingehalten werden. Unter den typischen
Kenndaten werden Mittelwerte angegeben, die fertigungsmaBig erwartet werden.

Speisespannung 4V<Us<b5V
Umgebungstemperatur -40°C<Ty< + 110°C
Pos Symbol Mef3be- MeB- Min Typ Max Dim
dingungen schaltung
1 Stromaufnahme I Ausgang offen; Iq=0mA 650 pA
2 Eingangs- Isignai  Diodengleichstrom (Ipiode = Isenk) 1,3 nAgs
empfindlichkeit Ipiode < 1RA
bei sicherem Signal am Ausgang -40°C<Tu<70°C
Ipiode < 10pA; 3,4 nAss
-40°C<Tu<70°C
Ipiode <30pA; 6,0 NAgg
-40°C<Tu<70°C
Ipiode <100pA; 12 nAss
-40°C<Tu<70°C
Ipiode < 1000pA; 15 nAgs
-40°C<Tu<70°C
3 Eingangs- Isgnat  Diodengleichstrom (Ipode = Isenk) 8 nAgs
empfindlichkeit Ipiode < TRA
bei sicherem Signal am Ausgang 70°C<Tu<85°C
IDiode< 1011A: 1 nASS
70°C<Tu<85°C
Ipiode <30pA; 13 nAgs
70°C<Tu<85°C
70°C<Tu<85°C
Ipiode < 1000pA,; 25 nAss
70°C<Tu<85°C
4 Umschalteingang /ND
Ausgang demoduliert -lono  0<Upnp<0,4V 10 BA
Ausgang nichtdemod. Ipnp 1IV<Upmnp<Us 1 mA*)
5 Ausgangsstrom Iq 0<Uq<?7Vv 10 pA
(Ausgang High)
5 Ausgangsspannung Uq 0<Ig<1mA 04 V

(Ausgang Low)

*) Normalerwerise ist fur “Ausgang nicht demoduliert” der AnschluB D/ND unbeschaltet, d.h. Ipnp = 0.
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SIEMENS IR-Vorverstirker mit Demodulator TDE 4061

MeBschaltung: Vorldufige Daten
47p 47p
+Us HT""
51k
Ausgangssignal
(Rechteck) 100k 100k 680p

Uq 0—:1—I(:l—4»
00p

lo ! I 100n
- . I @ I

ob—" o—IH

®

14 13 12 1 10 9

> TDE 4061
1 2 3 4 5 6 7

® .

.I_ l Is _L—l% IDiod.iISenk 0315V %) Tomb
I 680n 100n 30}1A a)
+Ug 100M Ubmo

Isignal 4 Iss = 6nA *)

f=31kHz
Uss = 600mV *)

*) Andere MeBbedingungen siehe Kenndaten, Pos. 2.
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SIEMENS Nonvolatile Memory 1 Kbit EZ2PROM SDE 2506

Preliminary Data MOS-IC

Type Ordering code I Package

SDE2506 | Q67100-H8441 | pipg
SDE2506K | Q67100-H8473 | micropack

Features:

Word-organized programmable nonvolatile memory in n-channel floating-gate technology

128 x 8 bit organization

Supply voltage 5V

Atotal of three lines between control processor and the E‘PROM for data transfer and chip control
Data (8 bit), address (7 bits) and control information input (1 bit) as wel! as serial data output
More than 10°reprogramming cycles per address

Data retention in excess of 10 years (operating temperature range)

Unlimited number of reads without refresh

Erase and writein 10 ms

Extended temperature range -40°C to 110°C

Gehause: DIP 8

1.5 max
> |& + - 7602 .
f.a ’ = \
4,2 max
0.S min -
0,25-01
35203 >
0.45-0.! *
- L— s
=1,2
2,54
8 H
1 8
L 2 7
3 6
4
1 a4 S
0.4 max
e 10 o, <+
1/8 02.03.87

The information in this data sheet describes the type of component and shall not be considered as assured
characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved.

Liability for patent rights of third parties for components perse, not for circuitries / applications.



SIEMENS Nonvolatile Memory 1 Kbit E2PROM SDE 2506

Preliminary Data

Data transfer and chip control:

The total data transfer between the control processor and the E2PROM requires three lines, each of them
has several functions:

a) DatalineD

- bidirectional serial Data transfer
- serial address input
- clocked input of control information

- direct control input
b) Clock line ¢

- Data, address, and control bit input
- Data output
- start of read with transfer of data from memory into shift register and/or start of data

change during reprogramming
) Chip enable line CE

- Chip reset and data input (active high)

- Chip enable (active low)

Prior to chip enable, the data , address, and control information is clocked via the bidirectional data bus.
During the reprogramming and read process, this data is retained in the shift register up to the second

clock pulse. The following data formats must be entered:
a) Read memory: one 8-bit control word comprising:

-7 address bits AQ to A6 (A0 goes first as LSB)
- 1 control bit,SB = "0", after A6

b) Reprogram memory: (erase and/or write operation)

16-bit input information comprising:

- 8 bits, DO to D7 new memory information (DO goes first as LSB )
- 7 bits, AO to A6 address information (AQ as LSB goes first after D7)

- 1 bit, control information, SB = “1”, after A6
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SIEMENS Nonvolatile Memory 1 Kbit E2PROM SDE 2506

Preliminary Data

Read: (see fig. 1)

Subsequent to data input and with SB = "0”, the read process of the selected word address is started when

CE change from “1" to "0". The information on the data line is not effective during chip enable.

With the first clock pulse after CE = "0", the data word of the selected memory address is transferred into
‘the shift register. After the first ¢ pulse has ended, the data output becomes low in impedance and the
first data bit can be read at the data pin. During each additional clock pulse, a data bit is shifted to the

1:111

output. The data line returns to high-impedance mode when CE transitions from “0” to

Reprogramming: (see fig. 2)

A full reprogramming process comprises an erase and a subsequent write process. During the erase process,
all bits of the selected word are set to the "1” state. During a write process, the "0” states are set according

to the information in the shift register.

"

The reprogramming process is started after data input during chip enable when the information SB = “1
is available in the relevant cell of the shift register. The selection of an erase or write process depends on

the information on data line D during chip enable.

An erase process in the "1” state requires a “1” at the data input when CE transitions to low. Similarly, a

write process in the "0” state requires that a “0” be present on the data line during chip enable.
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SIEMENS Nonvolatile Memory 1 Kbit E2PROM SDE 2506

Preliminary Data

To start the programming process, a start pulse must be present at clock input ¢. The control information
on D must remain stable up to the rising edge of the start pulse. The active data change begins with the

trailing edge of the start pulse. The programming process is ended by terminating chip enable, that is,
when CE = “1".

The reprogramming of a word begins during the start and execution of the erase process. The erase process
is ended when CE = "1”. The control bit SB = “1” also required for the write process remains stable in the
shift register after the erase process is terminated. The writing of the selected word, therefore, requires
nothing more than changing data line D from “1” to “0”, enabling the chip again with CE = “0" and

starting the data change with the start pulse.

"

The erase and write processes can be performed separately. In order to ensure a uniform “1” state for all
eight bits of the selected memory address during the erase process, a data word with eight times “1” must
be entered prior to the erase process. When writing a word which was not erased previously, the 0" states

of old and new information are added up.

Test mode - chip erase: .
Chip erase operations are initiated when TP (Pin 7) is high.

After switching TP to high, the address 0 (Ag...Ag) together with the control bit, SB = “1”,must be clocked
in. After that the same procedure must be applied as for erasing byte 0. To change back to the byte-mod,

TP must be set to low.

Reset:

A non-selected memory is automatically in the reset state due to CE = "1”. All flipflops of the process
control are reset. However, the information in the shift register is retained and change only by shifting the

data. The rest state is also set by on-chip circuitry during memory power on.
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SIEMENS Nonvolatile Memory 1 Kbit E2PROM SDE 2506
Preliminary Data
Maximum ratings:
Supply voltage Vee -0.3to6 \
Input voltage vV, -0.3to6 \"
Power dissipation Py 40 mw
Storage temperature Tstg -55t0 125 °C
Thermal resistance
system-air Rehsa 100 K/W
Operating range:
Supply voltage Ve 4.75t05.25 Vv
Ambient temperature Tamp -40to 110 °C
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SIEMENS Nonvolatile Memory 1 Kbit E2PROM SDE 2506
Preliminary Data
Static characteristics:

Symbol min typ max Dim.
Supply voltage Vce 4.75 5 5.25 \
Supply current Icc 3 mA
Input
(D, ¢, CE) V. 0.8 v
(D.¢, CE) Vi 2.4 v
(Vi = 5.25V) . 10 pA
Data output D (open drain)
(Vi =0.8V) I 0.5 mA
(Vi = 5.25V) hy 10 pA
Clock pulse ¢
High duration o 25 60 us
Low duration
before/after ¢H o 5 ps
before/after CE transition o 5 s
before/after D change oty 25 us
DataD
before/after ¢ trailing edge Dy 25 ps

D;_ 25 HS

Time between rising and
trailing edge 25 HS
C—E referenced to D A¢ 10 20 ms
Erase time ter 10 20 ms
Write time twr 20 ms
Chip erase N

6/8

02.03.87



SIEMENS Nonvolatile Memory 1 Kbit E2PROM SDE 2506
Preliminary Data
Pin description:
Pin-No. Symbol Function

1 Vsg ground

2 CE Chip enable

3 Vee Supply voltage S V

4 D Datainput/output

5 ¢ Clock input

6 N.C

7 TP Test input, at Vg

8 TG Test input, remains open
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SIEMENS Nonvolatile Memory 1 Kbit E2PROM SDE 2506

Preliminary Data

Fig. 1: Read cycle (1 Kbit E2PROM)

7 8 1 2 _/B\

Data at output

Data input, address tart, |
and control bit Data

transfer

Fig. 2: Reprogramming cycle (1 Kbit E2PROM)

CE0 \ /‘\ /

v AR\

-

1 - e
D OO - (AT %7 2= 0= /AT

Data input, Data word, T I ; | I l
address and control bit art, er start, o

erase write
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